1） 确定
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MOS耐压值是60
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，取20%的裕量。即

MOS管漏极电压
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2）匝比计算
假设12
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输出电压二极管正向压降为1
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。
匝比
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3）最大占空比计算（理论值计算）

忽略变压器输入端的电压纹波。
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4) 一次二次有效负载电流
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一次输出电压为
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，负载电流为
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5) 占空比
   输入功率
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   平均输入电流
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   占空比
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6) 一次和二次电流斜坡实际中心值

  二次电流斜坡实际中心值
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  一次电流斜坡实际中心值
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7）峰值开关电流

   假设电流纹波率
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 8) 伏秒数计算
    输入
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    导通时间
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     伏秒数
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     根据
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规则一次电感
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9）选择磁芯

   设计磁性元件与特制或成品电感不同，需加气隙以提高磁芯的能量储存能力。若无气隙，磁芯一旦存储少许能量就容易达到饱和。

   但对应所需
[image: image26.wmf]g

值，还应确保L值的大小。故若所加气隙太大，则必然导致匝数增多——这将增大绕组的铜耗。另外，增加匝数将使绕组占用更大的窗口面积。故此时必须就实用进行折中选择，通常采用如下公式
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于是开始选择这个体积（或更大）的磁芯。在PQ20中可以找到，其等效长度和面积在它的规格说明中已给出
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满足要求。
10）匝数计算
     对于大多数的铁氧磁芯，不管有无磁隙，刺痛密度变化范围都不能超过0.3T。
一次绕组
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输出的二次绕组匝数 
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一次绕组匝数
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，取
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供电电压14
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，取
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10）实际磁通量
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11) 磁隙的计算

气隙系数
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气隙长度
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